PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU ' PREHLED
MHB8080, 8085, 8086

Typ - Druh Pouzdro

MHB8224 Hodinovy a budici obvod pro mikroprocesorovy obvod MHB8080A. Sdruiuje oscildtor fizeny vnéjsiim 10—14
krystalem, délicky 1:9, dva budiée s vysokym vystupnim napétim o obvody pomocnych logickych funkci.
MH8228 Ridici obvod systému a budi¢ sbérice — vyrabi viechny fidici signdly, potfebné pro piimé propojeni 10—19

obvodéi mikroprocesorové fady (paméti RAM, ROM a obvodi vstup/vystup) s centrdlni procesorovou
jednotkou (CPU) MHB8080A.

MHB8282 Uplné paralelni osmibitové stradade s tfistavovymi vystupnimi zesilovadi jsou uréeny pro stiadale, oddé- 10—24
MHB8283 lovaci zesilovaée nebo multiplexery v perifemich a vstupnich/vystupnich funkeich mikropocitacovych 10—24
systém 8086, 8080, 8085 o 8048. Typ MHBB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupni data na vy-

stupech,
MHB8286  Osmibitové vysilate/piijimade sbémice s tfistavovymi vystupy jsou urleny pro perifemi funkce v mikro- 10—24
MHB8287  procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHBB8287 invertuje vstupni 10—24

data na vystupech.

MHB8641 Ctyindsobny budi&/piijimaé unifikované sbémice pro pouiiti v systémech pro prenos dat s impedanci 10—14
120 2 (UNIBUS).

MEZNI HODNOTY:

min. max.

Napdjeci napéti 1) Ucc —0,5 +7,0 Vv

MHB8641 Ucc — +7.0 v
Napdjeci napéti 1) jen MH8224 Upp —0,5 +13.5 v
Vstupni napéti 1) Uy —1.5 +7.0 V'

MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHBS&287 Uy —1,0 +55 Vv

MH8641 Uy — +35.5 v
Vystupni proud MH8224, MH8228 lo 100 mA
Vystupni napéti MHB8641 Ug 55 v
Rozsah pracovnich teplot okoli tha 0 +70 °C
Rozsah skladovacich teplot Bstg —55 +155 °C

1) Napéti se rozumi vzhledem ke spoleénému bodu — wjvodu | .
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ZAPOJENI VWVODU (pohled shora)

01 RESET vfstup pro nastoveni do nulové polohy

02 RESIN vstup pro nostaveni do nulové polohy

03 RDYIN  vstup signdlu READY

04 READY  wystup signdlu READY

05 SYNC wvstup synchronizace

06 02 (TTL) hodiny @, (droved TTL)

07 ST5TB

08 iy zemnici bod

09 Upp napdjeci napéti +12 V¥

10 @, vistup hodinovjch signald ©, pro CPU 8080
n o, vystup hodinovjch signdli ®, pro CPU 8080
12 05C vystup oscildtoru

13 TANK vstup pro pfipojeni ladéného cbvodu

14, 15 XTAL 1, 2 pripojeni vnéjéiho krystalu

16 Uck napdjeci napéti +5V

CHARAKTERISTICKE UDAJE: #; = 0°C...+70°C

min.-max.

Vstupni napéti — uroven H

Ucc =5V, Upp =12V

vstup RESIN Ury z 26

ostatni vstupy Uy 220
Vstupni napéti — uroven L

Ucc =5V, Upp = 12V Uz =08
Vystupni napéti — droved H

Ucc = 475V, Upp = 11,4V,

Ui = 2V, Uiy = 2,6 V (RESIN),

Uy =08V

—lor = 100 pA, vystup @, @2 Uon 294

—log = 100 uA, vystup READY,

RESET Uon z 3.6

—lor = 1 mA, ostatni vystupy Uow z24
Vystupni napéti — Groven L

Ucc = 4,75V, Upp = 114V,

Uiy = 2V, Uiy = 2,6 V (RESIN),

U;r=108YV

loL = 2,5 mA, vystup @, @2,

RESET, STSTB Uor = 0,45

lor = 15 mA, ostatni vystupy Uor =045
Napétova hystereze vstupu RESIN

Uec = 50V, Upp = 12V Uy — U 2025
Vstupni proud — Uroven H

Ucc = 525V, Upp = 12V,

kipim 525V iy =10
Vstupni proud — droven L

Ucc = 525V, Upp = 12V,

Ur =045V —lre =025
Vystupni proud zkratovy 1)

vystupy OSC, @2 (TTL), STSTB,

RESET, READY

Ucc =5V, Upp = 12V, )

Ua=0V —los 10...60
Odbér ze zdroje

Uec = 525V, Upp =12V lec =115

lpp =12

Vstupni zachytné napéti

Ucc = 475V, Upp = 12 V,

lf = =5 mA -Up =10

" Vystupy budié¢t ®; a @2 nemaji ochranu proti zkratu,
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ROV 5 READY
vystup signdlu vybaveni stavového slova

FUNKCNI BLOKOVE ZAPOJENI

PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU 8080
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DYNAMICKE HODNOTY: Ugc = 5V,
Upp =12V, #a = 25°C

Potadavky na krystal

Krystal 18,432 MHz + 0,005 % pfi #a = 0... +70°C

Rezonance: sériova (zdkladni), pfi zapojeni ladéného
obvodu na vstupu TANK pouiit 3 harmonickou

Zatéiovaci kapacita: 20. .. 35 pF
Ekvivalentni odpor: 75...20 Q
Ztratovy vykon: 4 mW

Doba cyklu tey 488,28 ns
Sitka impulsu td; = 89 ns
t@2 2 236 ns

Doba zpozdéni @,

vici @2 to: z0 ns
Doba zpoidéni @2

vici @ tp2 z 95 ns
Doba zpoidéni @4

viéi @2 ndbéiné hrany tps 109...129 ns
Doba nabéiné hrany

&y, &2 tr =20 ns
Doba sestupné hrany

@i, P2 tf =20 ns
Doba zpoidéni @>

vaci @ (TTL) tpez —5...4+15 ns
Doba zpoidéni @2

vaci STSTB tpss 296...326 ns
Sitka impulsu STSTB tew = 40 ns
Predstih mezi impulsy

RDYIN a STSTB tors z =167 ns
Pfesah impulsu RDYIN

po STSTB torw z 217 ns
Zpoidéni READY nebo

RESET vici @2 tor =192 ns
Maximalni kmitocet

kmitani fmax = 18,432 MHz
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